1511 — ONCELIKLi ALANLAR ARASTIRMA TEKNOLOJi GELISTIRME VE YENILIK
PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI

ENERJi-GUNES ENERJiSi CAGRI DUYURUSU

1. Gagri Kodu

1511-ENE-GUNS-2015-2

2. Gagni Bashgi

Silikon Tabanli Rekabetci Giines Hiicrelerinin ve/veya Modiillerinin Gelistirilerek Uretilmesine Yonelik
Calismalar

3. Gagn Gerekgeleri ve Amaglar

Ulkemiz giines enerjisi potansiyeli acisindan ‘glines band’ olarak isimlendirilen hat {zerinde
bulunmakta ve bu nedenle gilineslenme saati ve glines i1sinim siddeti acisindan oldukg¢a avantajli bir
konumda bulunmaktadir. Bu yiliksek potansiyelin degerlendirilebilmesi amaciyla son yillarda mevzuat
ve Ar-Ge calismalarinda o6nemli ilerlemeler kaydedilmistir. Gilines enerjisinden elektrik Gretimi
konusunda ikincil mevzuatin da tamamlanmasiyla Fotovoltaik (PV) Santraller vasitasiyla Lisanssiz ve
Lisansh elektrik tretimine olan talep carpici bir bicimde artmistir. Bu talebe paralel olarak lilkemizde
cok sayida PV modiil Uretim tesisi de kurulmustur. Bu Uretim tesislerinin tamamina yakini kristal silikon
tabanli modiil tiretmektedir. Bu gelismenin strdirtlebilir olmasi ve ulusal PV {iretim sektoriintin global
rekabetten kopmamasi adina yiksek verimli silikon tabanli hiicre ve modil Uretimine yonelmek
kacinilmazdir. Bu nedenle mevcut proje cagrisinda, hiicre ve modil maliyetlerinde rekabetci degerler
korunmak kaydiyla, silikon tabanli hiicre ve modiil lretiminde ylksek verimi temin edecek yenilikgi
¢O6zlimlere destek verilecektir.

4. Cagr Konu ve Kapsami

Silikon ve diger bazi yariiletken malzemeler giines enerjisi ile eneriji tiretiminde temel malzemelerdir.
GliniimuUzde kurulu glines hiicrelerinin yaklasik %90°lik kismi silikon tabanlidir (1). Glines hiicrelerinde
iki tur kristal silikon kullaniimakta olup, bu tirlerden biri tek kristalli (mono-crystal) digeri ise ¢cok
kristalli (poly-crystal) olarak adlandiriimaktadir. Cok kristalli silikon; c¢ok sayida kiguk silikon
kristallerinin bir araya getirilmesi ile olusmaktadir. Ayrica, disiik maliyetli ince film tabanh (Amorf
Silisyum (a-Si) gibi) giines hiicreleri de bu alanda lzerine calisilan ve uygulamaya aktarilan teknolojiler
arasinda yer almaktadir.

Silikon fiyatlarindaki stirekli dislis ve giines hiicrelerinde kullanilan silikon miktarinda saglanan azalma,
birim glic basina maliyetlerinin 6nemli derecede diismesine katki saglamistir. Bu durum ve giderek
gelisen mevzuat tesvikleri sonucunda silikon tabanl glines modiilleri tim diinyada bir talep patlamasi
yasamaktadir (2). Bu duruma ek olarak, Silikon tabanli glines hiicrelerinin enerji dontisim veriminde de
surekli iyilestirme yonilindeki calismalar yogun bir sekilde siirmektedir (3). Hiicre ve modil veriminin
arttirilmasi; optik iyilestirme, yeni hiicre mimarisi gelistirme, daha fazla isinimi hapsetme, hiicreler arasi




baglanti mimarisinde ve modil kabugunda yapilan iyilestirmelerle gerceklestirilmektedir. Glinimizde
ticari pazarda bulunan kristal silikon tabanl giines modillerinde ulasiimis en yiksek verim degeri %21
olup, 2015 vyl itibariyle %23 verime sahip ticari modilin (Sun Power-USA) pazara g¢ikmasi
beklenmektedir (4).

(1) REN21, RENEWABLES GLOBAL STATUS REPORT, 2015 Edition.

(2) International Technology Roadmap for Photovoltaic, April 2015.
(3) Green et al., Prog. Photovolt: Res. Appl., 23:1-9, 2015.

(4) IEA Technology Roadmap Solar Photovoltaic Energy, 2014 Edition,

Hedeflenen Ciktilar ve Teknik Ozellikler:
Projelerin asagida belirtilen triinlere odaklanmasi ve belirtilen degerleri saglamasi beklenmektedir:

- Yuksek verimli (> %23) tek kristal silisyum giines hiicrelerinin gelistirilmesi ve en fazla %15 kayip
olacak sekilde modiil (izerine uygulanmasi

- Yiksek verimli (> %20) cok kristal silisyum gilines hiicrelerinin gelistiriimesi ve en fazla %15 kayip
olacak sekilde modiil (izerine uygulanmasi
- Yiksek verimli (>12%) ince film glines hiicrelerinin gelistirilmesi.

Diger Hususlar:

Proje onerisinde, ilgili tiniversite ve arastirma kurumlarindan proje konusu ile ilgili olarak danismanlik
hizmet alimlari seklinde is birligi yapilmasi beklenmektedir. Ayrica, projenin 6zgiin degeri ve yenilikgi
yonleri aciklanirken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler, akademik yayinlar ve ticari
uygulamalar g6z 6niinde bulundurularak detaylandiriimasi da gerekmektedir.

Proje Onerilerinde mevcut benzer rinlerin Ozellikleri verilerek, basari kriterleri yukarida verilen
nitelikte yerli katki orani ylksek {irin ortaya c¢ikarilmasi istenmekte olup, hedef ve basari kriterlerinin
sayisal olarak acik bicimde verilmesi gerekmektedir.

Proje sonunda gelistirilen Uriniin performansi akredite bagimsiz test kuruluslar tarafindan
belgelenmelidir.

Bu cagri kapsaminda altyapi olusturmaya yonelik olan projeler desteklenmez ve proje biitce kalemleri
arasinda dengeli bir dagilim olmasi beklenir.

Sadece entegrasyon/montaj iceren projeler destek kapsami disindadir.

Gelistirilmesi planlanan hicrelerin - modiillerin ticarilesme potansiyelini belirlemeye yonelik maliyet
analizinin 6neri formunda yer almasi gerekmektedir.




5. Cagri Takvimi

Cagn Acihs Tarihi 15 Eylil 2015

Cagni Kapanig Tarihi 14 Aralik 2015

On Kayit Son Tarih* 07 Aralik 2015 Saat: 17:30

Proje Oneri Basvuru Tarihleri 15 Ekim 2015 - 14 Aralik 2015 Saat 17:30

*: Proje basvurular yapabilmek icin proje éneri bashginiz ve kurulusunuz durumu ile ilgili belgeleri TUBITAK’a
sunarak 6n kayit onayi almaniz gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evraklarin TUBITAK'a evrak girisinin
yapilabilecegi en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar &n kayit evraklarini TUBITAK’a ulastiramayanlar
proje basvurusu yapamayacaktir.

6. Cagriya Ozel Sartlar

Proje siiresi list siniri : 36 ay

Proje biitgesi iist siniri : 3.000.000 TL

isbirligi yapis : Kisit yok

Diger hususlar : Proje onerisinde, ilgili Gniversite ve arastirma kurumlari ile proje

konusunda danismanlik ve/veya hizmet alimlari seklinde is birligi yapiimasi degerlendirme slrecinde
olumlu yonde dikkate alinacaktir.

7. irtibat Noktasi

. “ 0312 468 53 00/3847
Cagn Sorumlusu senol ERDOGAN erdogan.senol@tubitak.gov.tr
. . . 0312 468 53 00/1989
SRS, Dogan BEKCI dogan.bekci@tubitak.gov.tr
- 0312 468 53 00/1069
AL (e i S L Cigdem EKMEN cigdem.ekmen@tubitak.gov.tr
. . 0312 468 5300/1033
Fatih M. SAHIN fatih.sahin@tubitak.gov.tr
On Kayit Sorumlulan
. 0312 468 5300/1408
Begim BASAR begum.basar@tubitak.gov.tr

Ayrintili bilgi icin: www.tubitak.gov.tr/1511
E-mail: 1511 @tubitak.gov.tr

8. llgili Belgeler
e 1511 Oncelikli Alanlar Arastirma Teknoloji Gelistirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programi

Uygulama Esaslari
e 1511 Proje Oneri Basvuru Formu (AGY111-02)

Bu cagri duyurusu TUBITAK 1511 kodlu “Oncelikli Alanlarda Arastirma Teknoloji Gelistirme ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programi” uygulama esaslari cercevesinde yapilmis olup, burada belirtiimeyen
hususlar icin uygulama esaslarinda yer alan hikimler gecerlidir.




